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TikslasTikslas

1. Skaitmeniškai sumodeliuoti femtosekundiniams
impulsams stiprinti tinkamą 
regeneratyvinį stiprintuvą, kaupinamą transformuota 
lazerinių diodų liniuotės spinduliuote.

2. Surasti optimalius kristalo parametrus: ilgį, 
koncentraciją, darbinę temperatūrą, kaupinimo 
intensyvumą.



Aktyvaus elemento pasirinkimasAktyvaus elemento pasirinkimas

1. Emisijos spektro plotis

3. Šiluminis laidumas

4. Kvantinis defektas

5. Lazerinio lygmens relaksacijos trukmė

6. Lygmenų sistemos paprastumas

2. Galimybė kaupinti lazeriniais diodais

Yb:KGW
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1. Emisijos spektro plotis
20 nm

2. Šiluminis laidumas
3,3 W/mK

3. Kvantinis defektas
3.8-5.3 %

4. Lazerinio lygmens
gyvavimo trukmė

0,35 ms



Trijų lygmenų sistemosTrijų lygmenų sistemos
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Keturių lygmenų sistemosKeturių lygmenų sistemos
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KvaziKvazi--trijų lygmenų sistemostrijų lygmenų sistemos
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Dinaminių lygčių palyginimasDinaminių lygčių palyginimas

( )
2

1
2 1

2A t
A K G

A B

f N Nd N f W A W N
dt f fτ

+ ∆∆
= − − ∆

+

NWNNNW
dt

Nd t ∆−
∆+

−=
∆

21
2

113 42
τ

NWNNW
dt

Nd
∆−

∆
−=

∆
32

3
114 2

τ

3

Kvazi-3

4



Formulės, aprašančios kaupinimo Formulės, aprašančios kaupinimo 
intensyvumo pasiskirstymą intensyvumo pasiskirstymą 

aktyviajame elemente, išvedimasaktyviajame elemente, išvedimas
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Impulso stiprinimasImpulso stiprinimas
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Aktyvaus elemento parametrų Aktyvaus elemento parametrų 
optimizavimasoptimizavimas

1. Kaupinimo intensyvumas1. Kaupinimo intensyvumas
2. Ilgis2. Ilgis
3. Koncentracija3. Koncentracija
4. Temperatūra4. Temperatūra

1. Impulso energija1. Impulso energija
2. Išsivystymo trukmė2. Išsivystymo trukmė



Kaupinimo bangos ilgio Kaupinimo bangos ilgio 
pasirinkimaspasirinkimas

Kaupinimo intensyvumo pasiskirstymas 
2,5x1020 cm-3 koncentracijos kristale. 

Mėlynai, kaupinant 980 nm, raudonai - 940 
nm

Energijos sukauptos vienetinio ploto kristale
priklausomybė nuo 2,5x1020 cm-3

koncentracijos kristalo ilgio. Mėlynai, 
kaupinant 980 nm, raudonai - 940 nm



Optimalus kaupinimo intensyvumasOptimalus kaupinimo intensyvumas

Impulso energijos priklausomybė nuo apėjimų rezonatoriuje skaičiaus 3 mm ilgio ir 
1.1020 cm-3 koncentracijos kristalui, esant įvairiems kaupinimo intensyvumams



Optimalus ilgis ir optimali Optimalus ilgis ir optimali 
koncentracijakoncentracija

Maksimalios impulso energijos 
priklausomybė nuo 1.1020 cm-3

koncentracijos kristalo ilgio, esant 
įvairiems kaupinimo intensyvumams

Maksimalios impulso energijos 
priklausomybė nuo 2,5.1020 cm-3

koncentracijos kristalo ilgio, esant 
įvairiems kaupinimo intensyvumams



Optimali temperatūraOptimali temperatūra

Maksimalios impulso energijos priklausomybė nuo temperatūros, 3 mm ilgio, 1.1020 cm-3

koncentracijos kristalui, esant įvairiems kaupinimo intensyvumams



IšvadosIšvados

1.1. Esant didesniam nei 100 W/cmEsant didesniam nei 100 W/cm22 kaupinimo kaupinimo 
intensyvumui 2 mm ilgio ir 2.5x10intensyvumui 2 mm ilgio ir 2.5x102020 cmcm--33

koncentracijos koncentracijos YbYb:KGW kristal:KGW kristaląą naudingiau kaupinti naudingiau kaupinti 
940 940 nmnm spinduliuote, esant maspinduliuote, esant mažžesniam kaupinimo esniam kaupinimo 
intensyvumui intensyvumui –– 980 980 nmnm..

2.2. 2.5x102.5x102020 cmcm--33 koncentracijos koncentracijos YbYb:KGW kristalo, :KGW kristalo, 
kaupinamo 10 W/cmkaupinamo 10 W/cm22 intensyvumu, optimalus ilgis intensyvumu, optimalus ilgis 
yra 5 mm.yra 5 mm.



Ačiū už dėmesį!
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